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f-Ga,0, este un semiconductor cu banda largd. La temperatura camerei, largimea
benzii interzise a starturilor subtiri din nanofire/nanolame se gaseste in intervalul 4,5-4,6
eV [1, 2]. Acest material face parte din categoria materialelor cu grupa spatiala C,, , in
care ionii Ga*" ocupa nodurile cristalografice tetraedrice si octaedrice [3]. Se considera
ca vacantele de oxigen formeaza in banda interzisd a acestui compus un nivel donor
adanc, cu energia de ~1 eV. Prezenta acestui nivel donor determind conductibilitatea
electrica prin electroni (tip 7). Raza covalentd a ionului Eu** este de ~2 ori mai mare
decat a ionului Ga**, fapt care se manifesta prin deformarea retelei cristaline monoclinice
a compusului #-Ga,O,. Materialul -Ga,O,:Eu’" fiind optic transparent intr-un interval
larg de lungimi de unda, care acopera domeniul UV — IR apropiat.

In lucrare se studiaza structura cristalina, morfologia suprafetei, absorbtia in re-
giunea marginii benzii fundamentale si fotoluminescenta straturilor de pe substrat de
f-Ga,0,:Eu’" pe substrat de GaSe:Eu’*. Diagramele XRD si spectrele Raman demon-
streazd ca stratul de -Ga, O :Eu’* obtinut prin tratament termic in atmosferd a lame-
lor monocristaline de GaSe:Eu®" are structura monoclinica cu parametrii retelei a =
12,23A, b = 3,04A, ¢ = 5,80A si = 103,7°. Aceasti structurd este confirmati prin
spectrele Raman inregistrate in intervalul numerelor de unda 199 cm, 320 cm’', 346
cm!, 416 cm™, 475 cm™!, 658 cm! si 764 cm!. Acelasi ansamblu de benzi de vibratie se
obtine si in straturile din nanofire/nanolame de -Ga,0,:Eu*". Totodata, se evidentiaza
bine influenta ionilor de Eu**, care se manifestd prin atenuarea intensitatii relative a
benzilor Raman, odata cu majorarea concentratiei atomilor de Eu 1n cristalele primare
de GaSe:Eu*".
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Largimea benzii interzise (Eg) a straturilor nanostructurate de f-Ga, O :Eu* a fost
determinata din analiza spectrelor de reflexie difuza folosind functia Kubelka-Munk [4].
Din analiza dependentelor spectrale (F(R..)-hv)*(F(R)-hv)* de energie a fotonllor
s-a determinat E ¢ =453 eVE; ¢ = 4,53 eV, marime care este in buna corelare cu E
E; “ in ansamblurl de nanofire de p-Ga,0, [5].

Straturile nanostructurate de ,B-Ga203:Eu3* si placile de GaSe dopate cu 1% at.
si 3% at. de Eu sunt materiale fotoluminescente in regiunea oranj-rosu a spectrului.
Fotoluminescenta (FL) acestor materiale a fost excitatad cu radiatie cu lungimea de unda
337,4 nm (3,68 eV) si 405 nm (3,06 eV). Spectrul de FL la temperatura camerei pentru
placile monocristaline de GaSe:Eu®* si pentru stratul alcatuit din nanofire si nanolame de
f-Ga,0,:Eu’* contine un sir de benzi cu contur ingust si cu maxime centrate la lungimile
de unda 579.4 nm; 593.2 nm; 615,6 nm; 618,1 nm. Suplimentar acestea contin doua
benzi cu structurd complexd, cu maxime de intensitate la lungimile de unda 655,4 nm
si 702,9 nm in cazul placii de GaSe:Eu’" si, respectiv, 578,8 nm; 592,3 nm; 612,8 nm si
617,8 nm — in cazul straturilor nanostructurate de -Ga,0,:Eu’". Deplasarea spre energii
mari ale benzilor de emisie a ionilor Eu** din straturile nanostructurate de f-Ga,O,:Eu*,
fata de cele emise de ionii Eu®" din placile hexagonale de GaSe, poate fi determinata de
dimensiunile reduse ale nanofirelor / nanolamelor de -Ga,O,:Eu*".

In Figurd este prezentati diagrama procesului de excr[are si de emisie a FL
nanoformatiunilor f-Ga,O,:Eu’" la excitare cu radiatia laser cu lungimile de und 337,4
nm si 405 nm.
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Fig. Diagrama procesului de excitare si de emisie a FL nanoformatiunilor -Ga,O,:Eu’*’,
la excitare cu radiatia laser cu lungimile de unda 337,4 nm si 405 nm
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